TECNOLOGIA DE SEMICONDUCTORES 2 (48 hrs.)
Profesora: Dra. Magali Estrada del Cueto

OBIJETIVOS
El objetivo de esta asignatura es ensefiar al alumno de Electrénica del Estado Sélido los aspectos
basicos de procesos tecnoldgicos y secuencias de fabricacion de dispositivos basados en efecto de
campo, como son los MOSFETs y los TFTs. Para ello se estudiaran procesos tecnoldgicos basicos que
permiten la fabricacion de dispositivos y circuitos integrados de silicio, incluidos los FINFETs
nanométricos, asi como los TFTs de poli silicio, de a.Si:H y de éxidos metalicos amorfos (AOSTFTs.)
Como resultados el estudiante debera:
1) Conocer la fisica de la estructura metal-dieléctrico-semiconductor (MDS) y en qué
dispositivos se utiliza.
2) Utilizar curvas C-V en estructuras metal-dieléctrico-semiconductor (MDS) e interpretar y
aplicar los resultados de la caracterizacion.
3) Conocer los fundamentos de diferentes procesos tecnoldgicos utilizados para fabricar
dispositivos discretos y circuitos integrados con estructura metal-dieléctrico-semiconductor
(MDS).
4) Debera conocer los pasos fundamentales de una secuencia tecnoldgica para realizar un
circuito integrado CMOS.
5) Conocer una secuencia de procesos tecnoldgicos para fabricar TFTs de polisilicio
6) Conocer una secuencia de procesos tecnolégicos para fabricar TFTs de a.-SI:H
7) Conocer una secuencia de procesos tecnolégicos para fabricar TFTs de oxidos
semiconductores amorfos, AOSTFTs

METODOLOGIA:

El curso se impartira mediante conferencias, ejercicios practicos y sesiones en las que los alumnos
se le asignaran temas para presentar y discutir. Total 48 horas incluidas 4 hrs de evaluaciones y 4
hrs de visitas al laboratorio de fabricacion, al de litografia y a un cuarto limpio.

MODO DE EVALUACION: La evaluacidn consistira en preguntas orales, tareas asignadas durante el
periodo de clases y dos examenes.

TEMAS
1. DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES BASADOS EN LA ESTRUCTURA METAL-DIELECTRICO-
SEMICONDUCTOR (MDS) (8 hrs)

1.1 Teoria de la estructura metal-dieléctrico-semiconductor (MDS).

1.2 Estados superficiales, carga fija y movil. Origen y naturaleza fisica y formas de
disminuirlos mediante TTAT y TTBT, ejemplo para el caso de la estructura MOS.

1.3 Aplicacién de las curvas C-V a la determinacién de las propiedades de la interfaz en
una estructura MDS. Determinacion de la magnitud de la carga movil;
determinacién de la concentracion de impurezas en el semiconductor.

1.4 Aplicaciones mds generalizadas de los dispositivos a estudiar

2 INTRODUCCION A LA TECNOLOGIA PLANAR Y CONCEPTO DE TECNOLOGIA LIMPIA. (2 hr)

3 METODOS DE OBTENCION DEL OXIDO DE SILICIO TERMICO. (6 hrs)
3.1 Cinética de crecimiento;



3.2 Métodos de obtencién (tubo abierto, alta y baja presion y procesamiento térmico
rapido).

4 METODOS DE DEPOSITO DE CAPAS DIELECTRICAS, SEMICONDUCTORAS Y METALICAS (8 hrs)
4.1 Depdsito quimico a partir de la fase de vapor (CVD) y sus variantes: (APCVD, LPCVD, PECVD,
RTCVD, MOCVD). Caracteristicas del equipamiento utilizado.
4.1.1 Ejemplos de depésito de capas dieléctricas como SiO,, SisN4, HfO2, vidrios, etc.
4.1.2 Depdsito de capas de polisilicio y silicio amorfo y de In-Ga-ZnO (1GZ0).
4.2 Métodos de depdsito por vacio (sputtering RF y DC, evaporacion, etc.)
4.2.1 Ejemplos de depdsito de capas dieléctricas, metalicas y semiconductoras.
4.3  Otros métodos de depdsito

5 ATAQUE HUMEDO Y SECO DE CAPAS DIELECTRICAS, SEMICONDUCTORAS Y METALICAS:
ATAQUES ISOTROPOS Y ANISOTROPOS (4 hrs)
5.1 Equipos mas utilizados en los procesos de ataque con ayuda de plasma; equipos de
tipo barril y de placas paralelas.
5.2 Equipos utilizados para el ataque por erosion catodica reactiva (RIE).

6 PROCESOS LITOGRAFICOS EN LA MICROELECTRONICA (2 hrs)
6.1 Introduccién, concepto de mascaras, fotorresinas, preparacion de mascaras,
generador de patrones optico y por haz de electrones.
6.2 Retos de la litografia con el escalamiento de los dispositivos, situacion actual y
tendencias.
6.3 Otros tipos de litografia: usando impresoras especiales.

7. EJEMPLOS DE SECUENCIAS TECNOLOGICA (10 hrs)
a. Ejemplo de secuencia tecnoldgica para fabricar un C.I. CMOS.
b. Ejemplo de secuencia tecnolégica para fabricar un TFT de polisilicio, de a-Si:H.
c. Ejemplo de secuencia tecnoldgica para fabricar un de AOSTFTs
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